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【緒言】 

プリンテッドエレクトロニクスから連想される塗布・積層プロセスにおいて、機能性材料の溶解

性の制御は重要な課題となる。その観点から、ペンタセンやポルフィリン前駆体のような可溶性

材料を用いて製膜した後、熱変換過程を用いて難溶化または結晶成長を制御する手法は良い方法

と考えられる。但し、材料開発面から見ると、上記したような Retro-Diels–Alder 方式前駆体はそ

の合成において母骨格に制限があるのも事実である。そこで、より汎用的に合成でき、前駆体化

が容易な機能性熱変換材料を検討した。デバイス応用としては有機トランジスタへの適正を検討

した。本発表では、DTBDT 骨格を有する熱変換材料の熱変換挙動と OFET 特性について報告する。 

【実験】 

DTBDT 骨格に熱分解性溶解基を導入した preDTBDT1 を合成した(図 1)。熱分析、赤外吸収スペク

トルにより熱変換の挙動を調べた。塗布変換膜の X 線回折測定を行い、蒸着膜との比較を行った。

preDTBDT1 を SiO2 基板上にスピンコートにて製膜し、熱変換処理を行うことで DTBDT1 薄膜へ

と変換し、トップコンタクト型の有機薄膜トランジスタを作製した。 

【結果】 

熱重量測定により特定の温度での重量減少が確認された。その減少差は熱分解脱離化合物（HX）

の重量と一致した。赤外吸収スペクトルからも preDTBDT1 が DTBDT1 へ高効率で熱変換されて

いることが確認された。DTBDT1 の蒸着膜と熱変換膜の XRD 解析の結果、同様の結晶系を有し

ていることが分かり、トランジスタ特性の同等以上の値を示すことが明らかとなった。 
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図 1. 熱変換型 DTBDT 誘導体の構造 
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